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Vorwort 
Dieses Buch behandelt Themen der Halbleiterelektronik. Es ist hervorgegangen aus einem 
Skript zu meiner Vorlesung Grundlagen der Elektronik für Studentinnen und Studenten der 
Fachrichtungen Elektrotechnik/Elektronik sowie Technische Informatik an der Beuth-
Hochschule für Technik (früher Technische Fachhochschule) Berlin und der Hochschule 
München. Inzwischen ist es so erweitert worden, dass es auch Studenten an Universitäten den 
Einstieg in das komplexe Gebiet der Elektronik eröffnen und dem Ingenieur in der Praxis zur 
Auffrischung seines Wissens über die Elektronik-Grundlagen dienen kann. 
Die Themen Halbleiterphysik, pn-Übergang und Metall-Halbleiter-Übergänge stehen am 
Anfang des Buches. Mit einfachen modellhaften Vorstellungen wird versucht, die physikali-
schen Grundlagen und Vorgänge in Halbleiterbauelementen zu erläutern. Dies erscheint 
notwendig, da das Verständnis zahlreicher Eigenschaften von Halbleiterbauelementen nur auf 
der Basis eines ausreichenden Wissens über die physikalischen Zusammenhänge möglich ist 
(z.B. Temperaturabhängigkeit, dynamische Eigenschaften, Kennlinienverläufe, sich 
gegenseitig ausschließende Eigenschaften). 
Breiter Raum wird anwendungsbezogenem Wissen über die Funktionsweise und den Einsatz 
analoger Halbleiterbauelemente, wie z.B. Dioden, Transistoren, Leistungshalbleiter, opto-
elektronische Bauelemente, Operationsverstärker und deren Schaltungstechnik gewidmet.  
Zahlreiche Abbildungen machen die oftmals komplexe Materie anschaulicher.  
Entwurf und Analyse elektronischer Schaltungen erfolgen heute grundsätzlich unter Einsatz 
rechnergestützter Hilfsmittel, z.B. mit Netzwerkanalyseprogrammen wie PSpice. Dies sind 
wertvolle Werkzeuge in der Hand des Fachmannes, sie ersetzen jedoch dessen Wissen über 
die Bauelemente und ihre Einsatzmöglichkeiten, über Schaltungen und ihre Eigenschaften, 
über Entwurfs- und Analysemethoden in keiner Weise. Nur wenn der Ingenieur in der Lage 
ist, eine Schaltung auch ohne Rechnerunterstützung zu entwerfen, zu verstehen und zu ana-
lysieren, wird er die rechnergestützten Werkzeuge effektiv nutzen und die Plausibilität ihrer 
Ergebnisse beurteilen können.  
Aus diesem Grunde wird in diesem Buch dem mit traditionellen Mitteln durchgeführten 
Entwurf, der Dimensionierung sowie der rechnerischen und grafischen Analyse elektroni-
scher Grundschaltungen großes Gewicht beigemessen. Bei der Berechnung von Schaltungen 
wird jeweils versucht, die Herleitung der Gleichungen zur Ermittlung der wesentlichen 
Schaltungseigenschaften aufzuzeigen. Auf diese Weise soll der Leser in die Lage versetzt 
werden, in ähnlichen Fällen selbständig die entsprechenden Berechnungen vorzunehmen. Da 
die Berechnungen der meisten Schaltungen ohne fundierte Kenntnisse der Methoden der 
Schaltungsanalyse nicht nachvollziehbar sind, werden die für diese Berechnungen notwen-
digen Analyseformen in einem Anhang dargestellt. 
Ohne eigenes Nachvollziehen bleibt jede Theorie grau. Aus diesem Grunde sind jedem 
Kapitel Übungsaufgaben nachgestellt, deren Lösungen sich in einem weiteren Anhang finden. 
Während der Erstellung dieses Buches habe ich immer wieder Fehler entdeckt und aus-
gemerzt. Trotzdem ist das Buch ganz sicher auch jetzt noch nicht fehlerfrei. Für entspre-
chende Hinweise bin ich sehr dankbar. Korrekturen bekannter Fehler veröffentliche ich im 
Internet unter www.prof-gossner.de.   

Neufahrn, im  Februar 2018 

 Prof. Stefan Goßner  
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